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ABSTRAHLUNG ... RADIATION 

Mikrowell en-Signals und an mindestens einera 
entsteht and dass zwischen den Bumps (2) und 
Hump (6) angeordnet ist, fiber den die Anregong 



(57) Abstract: The jirveiition relates to a microwave antenna forfIjF>-chip semi- 
conductor modules, comprising two semiconductor substrates which are metal- 
lized on the surfecc thereof. Patch antennas, i.e. metallized flat areas which are 
insulated from rhe rest of the circuit on an outer surface of a module with a sup- 
ply line to the circuit, are already known per se. 'ITiey result in vertical radiation 
at a relatively laige angle. According to the invention, a closed group of humps 
arc arranged in sach a way that the distance of the bumps (?) to each odier is 
less than the half wavelength (A/2) of the microsigna] which is to be radiated 
or recei\'ed and an open radiation slot arises in at least one pair of side waUs 
(3,4) of the semiconductor substrates (a,b) and a bump, which is connected to 
the drcoit of the semicondoctor module, is arranged between the bumps (2) and 
the radiation slot, enabling the microwave antenna to be excited. 

(57) Zusanimcnfassungr Die Erfjndung beiriffi eine Mikrowellenantenne 
ftir in Flip-Chip-Technologie hergestellte Halbleiterbaugruppen mil zwel 
an ihier OberflSche metallisierten Halbleitersubstraten. Bekonnt sind 
sogenannte Patch-Antennen, das heiBt metalHsierte, von derHbiigen Schalmng 
isolierte fl&:hige Bereiche auf einer SuBeren Oberfiache einer solchen 
Baagrappe mit einer Zuleitung zur Schaltung. Sie bewirken eine veitikale 
Abstrahlung in einem rclariv groBen Winkel. Vorgeschlagen wird. dass 
zwischen den Halbleilersubsiralen (a, b) ein geschlossener Zug von Bumps 
so angeordnet sind. dass der Abstand der Bumps (2) zueinander kJeiner ist 
als die halbe Welleiilange (10/2) des abzustraltlenden oder. zu empfangaiden 
Seitenwandpaar (3, 4) der Halbleitersubstrate (a, b) ein offener Abstrahlschlitz 
dem Abstrahlschlitz ein mit der Schaltung der Halbleiteibaugruppe verbundener 
der Mikrowellenantenne erfolgt. 
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PL, PT, RO, SB, ST, SK, TR). OAPI (BF, Bl CF, CG. CI, 
CM, GA, GN, GQ, GW, NCU MR. NE, SN, TD, TO). 

VerOCTenUicht: 

— mil intemattanatem Recherchenbericht 

— vor Ablauf der fur AndeTungen der Anspriiche geltenden 
Frist; Veroffentlidimtg wird wicderltols. falls Attderungen 
eintneffen 



Zur ErkJdnmg der Zweibudisiaben- Codes und der anderen Ab- 
kurzungen wird auf die ErklHrungen ('Guidance Notes on Co- 
dex and Abbreviadony"} am Anfang Jeder reguliiren Aasgabe der 
PCT -Gazette verwiexen. 
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